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MoS2 に代表される遷移金属ダイカルコゲナイド系二

次元半導体は、単層で可視光領域・直接遷移型のバンド

ギャップを持つこと等から注目されている。今回、多探

針計測システムを用いた光励起計測法を報告する。測定

系開発により探針配置部に~µm スケールで光照射を行う

ことが可能となり、世界で初めて多探針測定系により光

電流やその時間分解信号の測定に成功した。Fig.1に示す

様に、SiO2/Si 基板上に化学気相成長(CVD)法により作成

したWSe2/MoSe2単層面内ヘテロ構造上へ2本の探針(PrIr 

coated c-AFMカンチレバー)を接触させ、疑似的に電界効

果トランジスタ(FET)構造を形成した。連続光やフェムト

秒パルスレーザーシステムと組み合わせ、内部電界によ

り生じる光電流の照射位置依存性からバンド構造を推定

し、ポンププローブ

法を応用することに

より WSe2 領域にお

いて、 4 つの時定数

成分(τ1 = ~24 ps, τ2 = 

~200 ps, τ3 = ~20 ns, τ4 

> 500 ns)を明らかに

した[1]。 詳細は発

表にて報告する。 
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Fig.1光励起多探針計測の模式図 


